TRANSISTORLER

Transistor, kiigiik akimlar (WA-mA) ile biiyiik akimlar1 (mA-A) kontrol
edebilen aktif devre elemanidir.
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Sekil 1.1: Transistiriin iletim ve kesim durumlar



Transistorun Saglamhk Kontrolii ve U¢ Tespiti

* Transistoriin diyot es degerini gdz oniline alirsak transistoriin saglamlik < ¢
kontrolii ve uglarinin tespiti daha kolay olacaktur. @ . %@ &
E
PNP  E NPN

 Transistoriin ters yonde seri bagli iki diyot gibi diisiiniilmesi biiyiik
kolaylik saglar. PNP tipi transistor, katotlar1 birbirine bagli iki diyot,
NPN tipi transistor ise anotlar1 birbirine bagh iki diyot gibi Sekil 1.2: PNP ve NPN tipi fransistorlerin diyot es degeri
diistiniilebilir.

Olg¢ii aletinin bir probu transistdriin bir ayaginda sabit
tutulurken diger prob ayr1 ayr1 bostaki diger iki ayaga
degdirilir. Olgii aletinde birbirine yakin, iki deger
okununcaya kadar problar yer degistirmelidir. Olgii
aletinin sabit tutulan ucu transistoriin beyz ucunu gosterir.
Daha az deger gosteren ug¢ kolektor digeri emiter ucunu
belirtir.

Beyz ucunda sabit tutulan probun rengi kirmizi ise [ e = o
transistor NPN tipinde, beyz ucunda sabit tutulan probun | Sekil 1.3: eamsistiriin T mmmmmm——
rengi siyah ise transistor PNP tipindedir. T D S




Transistorlerin Anahtarlama Elemanm Olarak Kullanilmasi

Transistorler motor, bobin veya lamba gibi yiiksek gliclii

J — elemanlarda ve lojik kap1 devrelerinde anahtarlama

= eleman1 olarak kullanilir.

“K Transistorlerin {i¢ ¢calisma bolgesi vardir: doyum bolgesi,

w \Q\ — kesim bolgesi ve aktif bolge

N S/ Aktif bolge, yiikseltme (amplifikasyon) isleminde
W27 }%Z kullanildigindan doyum (saturasyon) ve kesim (cut-off)
e bolgeleri anahtarlama isleminde kullanilir.

Transistor doyumdayken tamamuyla iletkendir. IC akimi
en uist seviyede, VCE gerilimi sifirdir.

Sekil 1.6: Transistériin doyum durumunda iletimde olmasi

Transistér doyumdayken tamanuyla iletkendir. I akinu en iist seviyede, Vg geriliv
stfirdar.



Transistorun Zamanlayici Olarak Kullanilmasi

Genellikle transistoriin beyzine bagli kondansatoriin sarj ve desarjiyla transistoriin iletim ve kesim durumunu kontrol
ederek zaman gecikmeli ¢alisan devrelere transistorlii zamanlayict denir.
» Zaman sabitesi

Kondansator ve bobinin DC gerilim altindaki sarj ve desar;j siireleri zaman sabitesini verir. Kondansator gerilimi bobin
akimi depo eder.

R-L ser1 (indiiktif 6zellikli) devrelerde zaman sabitesi

Omik direng (R) ile indiiktif direng (XL) Sekil 1.8'de goriildiigii gibi seri baglanip akim uygulanirsa devreye seri bagh olan

ampermetrenin ibresinin aniden maksimum degere ¢ikmadig goriiliir. Bunun sebebi, bobinin olusturdugu manyetik alanin

liretecten gelen akimin artisina karsi koymasidir.
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sekil 1.8: Seri R-C devresi ve R-L seri devreve uvgulanan DC alkamm "arfis" ve "azahs" egrileri



Zaman Gecikmeli Duran Devre (Turn-off)

Butona basildigmda cikisindala yikin ¢alismasmu saglayan, buton birakildiktan bar
stire sonra yikiin ¢alismasim durduran devreye rurn-off devresi demr.

12V

Buton

Sekil 1.10: Zaman gecikmeli duran devre

Devrede butona basildiginda T in B-E uclan kisa devre olur ve T kesime gider. T,
mn beyzi R, ve R; iizeninden gerekhi polarmay: alir. T, iletime gecer, led yanar.

Buton serbest bwrakildiginda kondansator R; durenci tizerinden sarj olmaya baslar.
Kondansator iizerindek: gerilim degeri 0,8 oldugunda T; iletime gecer. Bu durumda T; min
beyzi R3 ve T in C-E si tizerinden saseye baglamir ve T kesime gider. T; kesime gidince led
sOner.



Zaman Gecikmeli Cahisan Devre (Turn on)

* Normalde ¢ikisindaki yiikii ¢alistiran, buton basildiginda yiikiin ¢alismasini durduran, buton birakildiktan bir
siire sonra yiikiin tekrar ¢calismasini saglayan devreyg turn-on devresi denir

Sekil 1.11: Zaman gecikmeli calisan devre

Devrede butona basili iken fransistoriin beyzi saseye baghi oldugundan transistor
kesime gider ve led soner. Buton birakildiginda beyz ucu saseden kurtulur. Kondansatdr bos
oldugundan transistdr kesimde kalmaya devam eder. Transistdriin iletime gegebilmes: 1¢in
kondansatdr uclanndak: gerilimin, beyz-emuter esik genlimine ulasmasi gerelur. Bu esik
gerilinu her transistér 1¢in farkl: degerde olmakla birlikte ortalama 0.7 V civarndadir.



Transistorlii Devrelerde Ariza Giderme

Bir¢ok dijital 6l¢ii aletinde transistori test etmek i¢cin uygun bir
yol saglayan diyot test konumu mevcuttur. Olgii aletini diyot test
konumuna aldiginizda 6l¢t aleti i¢indeki piller, transistoriin dogru
(iler1) polarma ve ters polarma gerilimini saglar. Bu gerilim
degerleri kullanilan pile gore degisebilir. 1,5V - 3,5V arasinda
degerler goriilebilir |

NPN transistoriin beyz-emiter aras1 dogru polarma aldigir

kirmizi (pozitif) u¢ beyze siyah (negatif) u¢ emitere
baglandiginda- olgt alet1 0,5V - 0,9V arasinda bir deger
gosterir. Ters polarmada ise olgii aleti pil gerilimine yakin bir
deger gosterir. Beyz-kolektor arasinda da ayni islemler
tekrarlanar.




PNP transistor i¢in islemler pozitif (kirmizi) ve negatif (siyah) uglar yer degistirilerek yapilir.
Eger transistor agik devre olmussa dogru polarmada da ters polarmada da pil gerilimini gosterecektir.
Bazi Ol¢ii aletleri “OL (Over load)” veya “Or (over range)” gibi ifadeler de kullanabilir

Transistor kisa devre olmussa her 1ki polarmada da 0 Volt gosterecektir. Bazen
hasarh transistor jonksiyonlari, her iki polarmada da (yonde de) kiigiik bir
direng gosterebilir. Bu durumda olgii aleti, her iki yonde de pil geriliminden
biraz daha az gerilim degeri gosterir. (1,1V gibi)



FET VE MOSFETLER

FET (Field Effect Transistor - Alan Etkili Transistor) 1se yliksek giris
empedansina sahip, tek kutuplu, gerilim kontrollii bir elemandir

Metal Oxide Semi-conductor Field Effect Transistor’ MOSFET ve
anlami da metal oksit yari iletkenli alan etki transistoraddur, alan
etkili transistorlerin (FET) gelistirilmis tarleridir.



Fet Saglamlik KontrolQ

Saglam FET Transistorun Kaynak — Oluk ucglari ( D =S ) arasi her iki

yonde de kucgutk direng gosterir. |
Ayrica saglam bir FET'in, GATE — DRAIN ve GATE —SOURCE uclari

arasinda bir yénde klcuk diren¢ diger ydnde sonsuz direnc
gOstermesi gerekir.

Sekil 1.22: N-kanalh JEET 'in fiziksel vapisi ve sembolii P-kanallh JFET'in fiziksel vapis1 ve
sembolii



Mosfet Cesitleri Saglamlik Konrol

» Mosfet kanal bolgelerinde kullanilan maddelere gore N tipi mosfet ve
P tipi mosfet olmak Uzere iki cesittir. Calisma sekline gore ise
mosfetler; enhancement (cogaltan - arttiran kanalli) mosfetler ve
depletion (deplasyon - azaltan kanalli) mosfetler olarak iki ¢esittir.
Asagida n kanalli ve p kanalli mosfetlerin yapilari gosterilmistir.

N Kanalli Mosfet P Kanalli Mosfet
ﬁiunume] fo}ahe) [ (Dralnj E(bnurcej G{G'ﬂe:’ D (Drain)
M etal M etal ) ()

.T.“"” l .T.E“““‘

P tipi madde N tipi madde i



* Mosfet Cesitleri
* Deplation (Deplasyon, Azaltan Kanalli) Mosfetler

* Deplasyon mosfetler normalde "ON" tipi mosfetlerdir, yani gate
ucuna uygulanan gerilimin degeri 0 V iken S ve D uclari
arasinda bir miktar akim gecisi olur. Bu akim miktari mosfetin
gate bacagindan uygulanan gerilim pozitif yonde arttikga
yukselir. Mosfetin gate bacagina uygulanan gerilim negatif
yonde arttikca ise S ve D uclari arasindan gecen akim miktari
azalir. Asagida N kanalli ve P kanalli deplasyon mosfetlerin
sembolleri gosterilmekteAir

N Kanalli P Kanalli
Deplasyon Mosfet Deplasyon Mosfet
D% oD

Gv—@ G D—(
M Kanal P Kanal

Sé Mosfet e85 Mosfet




 Enhancement (Cogaltan Kanalli) Mosfetler

 Enhancement mosfetler azaltan kanalli mosfetlerin aksine
normalde "OFF" durumunda olan mosfetlerdir. Enhancement
mosfetlerin G ucuna gerilim uygulanmadigi surece D ve S uclari
arasindan akim gecmez. Enhancement mosfetlerin sembolleri
asagida gosterilmistir.
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Mosfet saglamlik kontrola il

Olcli aletinin negatif probunu mosfet’in source bacagina dokundurun. Yukaridaki sekilde
cogu mosfete uyacak olan TO220 paketinin baglanti sekli gérullyor.

Mosfeti govdesinden veya cikintisindan tutun. Sirasi gelene kadar metal gbévdeye
dokunmayin.

Olcii aletinin pozitif probunu Gate bacagina dokundurun.

Simdi pozitif ucu Drain bacagina dokundurun. Olci aletinden dusuk bir deger okumalisiniz.
Mosfet’in Gate kapasitans degeri 6lclu aleti tarafindan sarj edilir. Mosfet tetiklenir.

OLcu aletinin pozitif ucu hala Drain’e bagliyken, Source ve Gate arasina parmaginizla
dokunun. (Draine degebilirsiniz 6nemli degil.) Gate parmaginiz Gzerinden desarj olacak,
Olcu aleti yuksek deger okuyacak, yalitkanlik gbsterecektir.

Bu yontem Mosfetin test edilmesinde, saglamlik kontroliinde basit bir yontemdir



